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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a donor substrate for
transferring a piezoelectric layer onto a carrier substrate (140), comprising the steps of:
providing a handling substrate (100), in particular a silicon-based substrate; providing
a piezoelectric substrate (106); depositing a polymer layer (104, 152) on a free face
(110) of the piezoelectric substrate (106) or the handling substrate (100); assembling
the piezoelectric substrate (106) on the handling substrate (100) such that the polymer
layer (104, 152) is sandwiched between the piezoelectric substrate (106) and the han-
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substrate (100). The invention also relates to a method of transferring a piezoelectric
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(57) Abrégé : La divulgation concerne un procédé de fabrication d'un substrat donneur
pour le transfert d'une couche piézoélectrique surun substrat support (140) comprenant
les étapes de fournir un substrat de manipulation (100), en particulier un substrat a base
de silicium, fournir un substrat piézoélectrique (106), déposer une couche polymeére
(104, 152) sur une face libre (110) du substrat piézoélectrique (106) ou du substrat
de manipulation (100), assembler le substrat piézoélectrique (106) sur le substrat de
manipulation (100) de telle manié¢re que la couche polymere (104, 152) est positionnée
en sandwich entre le substrat piézoélectrique (106) et le substrat de manipulation (100),
dans lequel une étape de traitement d'activation (108) de surface de la surface (110) du
substrat piézoélectrique (106) venant en contact avec la couche polymere (104, 152)
est réalisée avant I'étape d'assemblage du substrat piézoélectrique (106) sur le substrat
de manipulation (100). La divulgation concerne aussi un procédé de transfert d'une
couche piézoélectrique (148) sur un substrat support.
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